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【はじめに】室温テラヘルツ(THz)光源として有望な共鳴トンネルダイオード(RTD)発振素子[1-3]の周波数向

上にはコレクタ空乏層走行時間の短縮が有効である。今回、初期実験として、Γ-Lバレー間エネルギー分離

の大きい InPをコレクタ層に導入し走行時間増大の原因と考えられるΓ-L遷移抑圧を狙ったRTDを用いて

発振素子を作製し、面積が大きいものについてのみではあるが発振特性を測定したので報告する。 

【実験】空乏層の遅延時間が増大するのは走行中の電子がΓバレーからLバレーへと遷移し速度が大幅に低

下することが原因と考えられるため、Γ-Lエネルギー分離の大きい InPを用いるのが遅延減少に有効である。

しかしながら、コレクタをすべて InPにすると、井戸の共鳴準位が InPの禁制帯に隠れトンネルしにくくな

るため、コレクタ側AlAsバリアと InPの間に InAlGaAsのAlとGaの組成を変えたステップ構造を挿入し

た。層構造を Fig. 1 に示す。ピーク電流密度は 15.5mA/μm
2で、微分負性抵抗領域の幅はそれぞれ ΔJ = 

8.6mA/μm
2、ΔV = 0.31Vであった。電流密度はコレクタがすべて InGaAsのものと同等で、InAlGaAsステ

ップ構造の効果があったと考えられる。この RTD を用い約 0.05 から 1.5μm
2の間で面積の異なるメサと

20μm スロットアンテナを集積して発振素子を作製した。今回は測定にショットキーバリアダイオード受

信器と簡易ファブリーペロー干渉計を用いた。発振周波数とメサ面積の依存性をFig. 2に示す。InPコレ

クタを持つ RTD 構造からも発振が得られる事が分かった。発振周波数が計測できたもののみプロットし

てある。面積が小さくなると出力も小さくなるため 1μm
2以下の素子は受信器のノイズに埋もれ発振周波

数をこの測定系では測定することが出来なかった。今後、液体He冷却ボロメータを用いて微細メサ素子、

及び、コレクタ InPの厚さの異なる素子の測定を行い空乏層走行時間の見積を行う予定である。 
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Fig. 1 Band diagram of the RTD with InAlGaAs/InP 

composite structure for suppression of Γ-L transition. 

Fig. 2 Experimental oscillation frequency as a function of mesa 

area for the RTDs with InAlGaAs/InP composite collector. 
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